SPECIFICATIONS
TECHNIQUES
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DL 2602
— DIODE AU SILICIUM
Diode au silicium a
| = récupération rapide apte a
= réaliser les circuits
T ¢ redresseurs; elle peut étre

employée aussi en diode
delibre circulation dans
les convertisseurs.

Caractéristiques techniques:
Courant directe moyenne |, = 12 A max.

Courant direct de surcharge non répétitive | _,

75 A (t =10 ms)

Tension inverse de créte répétitive

U

= 1000 V

RRM

Tension de récupération inverse
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DL 2601

REDRESSEUR AU SELENIUM
Eléments au sélénium employés pour
convertir le courant alternatif dans un
courant pulsant en systémes a basse
tension.

Caractéristiques techniques:

Tension aternative nominale: 30 Vrms
Tension continue nominale: 24 Vav
Courant continue nominale: 10 Aav
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GROUPE
DE DIODES

Six diodes au EII
silicium a |
récupération rapide i
avec réseau RCD de i e B
protection aptes a !
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réaliser descircuits

redresseurs non o |
control és.
Caractérigtiques techniques:

Courant directe moyenne I, = 12 A max.
Courant direct de surcharge non répétitive
| o= 75A (t =10ms)

Tension inverse de créte répétitive
U.., =1000 V

= 65 nsmax. Tension de récupération inverse
t =65 nsmax.
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] Redresseur contrélé au silicium employé dans le contréle de la
puissance, dans les redresseurs contrdlés et dans les inverseurs.
_}Z Caractéristiques techniques:
ST Courant directe moyennel,, = 7,6 A max.
Valeur efficace du courant direct | .= 12 A
Tension max. inverse repetitive U, = 800 V
. Courant d amorgage | ., = 15 mA max.
. Tension d’amorcage U_. = 1,5V max.
c ' [t =72 A%s



